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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月29日(2010.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属層を形成する金属層形成ステップと、
　前記金属層を不活性ガスのプラズマに晒し、前記プラズマのイオン衝撃により前記金属
層のグレインサイズに比べて、当該金属層のグレインサイズを小さくするプラズマトリー
トメントを実行するプラズマ処理ステップと、
　前記プラズマトリートメントを施した金属層を酸化し、トンネルバリアを構成する金属
酸化物を形成する酸化ステップと、
　を有するトンネルバリア形成ステップを有することを特徴とする磁気抵抗素子の製造方
法。
【請求項２】
　前記トンネルバリア形成ステップは、
　アモルファスに形成した強磁性層上に、前記トンネルバリアを形成し、前記トンネルバ
リアを結晶化する第１アニーリングステップと、
　前記第１アニーリングステップよりも高い温度で、前記強磁性層を結晶化する第２アニ
ーリングステップと、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の磁気抵抗素子の製造方法。
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